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Applications :
jonction PN — Diode

Caractéristique VA
(éléments linéaires
vs. non linéaires)

Caractéristique VA
(avancée)

Diode — LED (diode

électroluminescente)
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Appareil photo de
téléphone
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Cellule solaire
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comment... ?)
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Incoming radiation gengxates 1000 W/m?

Solar cell efficiency is ca. 20 %

Power generation in Africa (per year) 2656 kWh/m?
‘What area needs to be covered with solar panels?
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Cellules solaires : i Best Research-Cell Efficiencies
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Transistor a effet de
champ métal-oxyde-
semi-conducteur
(MOSFET)
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